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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件鍵合對準設備，包括：
一抓取單元，具有一真空吸盤及一可調整該真空吸盤的第一調整單元，該真空吸盤被配

置為吸取一第一待鍵合元件；

一承載單元，設置於該抓取單元之下且具有一承載盤及一可調整該承載盤的第二調整單

元，該承載盤被配置為放置一第二待鍵合元件，其中，該第一待鍵合元件的一第一表面

與該第二待鍵合元件的一第二表面分別沿一平面方向延伸且面對地設置，該第一表面及

該第二表面在一垂直方向實質地重疊而定義有一平行度；

一電阻量測單元，被配置為對該真空吸盤進行一第一量測，該第一調整單元及該第二調

整單元根據該第一量測的結果進行調整，使該平行度介於一第一量測範圍之內；

一雷射測距單元，被配置為對該承載盤進行一第二量測，該第一調整單元及該第二調整

單元根據該第二量測的結果進行調整，使該平行度介於一量測尺度小於該第一量測範圍

的第二量測範圍之內；以及

一感光量測單元，被配置為對該第一待鍵合元件及該第二待鍵合元件進行一第三量測，

該第一調整單元及該第二調整單元根據該第三量測的結果進行調整，使該平行度介於一

量測尺度小於該第二量測範圍的第三量測範圍之內；

其中，該第一量測範圍被配置為根據該電阻量測單元輸出的一電訊號參數而決定，該第

二量測範圍被配置為根據該雷射測距單元輸出的一光訊號參數而決定，該第三量測範圍

被配置為根據該感光量測單元輸出的一摩爾紋樣態而決定。

2.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該電訊號參數包括一電壓訊號、一
電阻訊號或前述組合。

3.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該光訊號參數包括一飛行時間、一
分光干涉或前述組合。

4.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該摩爾紋樣態包括一摩爾紋數量、
一摩爾紋密度、一摩爾紋重合度或前述組合。
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5.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該平行度包括該第一待鍵合元件及
該第二待鍵合元件之間的一角度差、一高度差或前述組合。

6.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該第一量測範圍為該平行度的一角
度差介於 0.01°至 1°之間，或該平行度的一高度差介於 1微米至 100微米之間。

7.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該第二量測範圍為該平行度的一角
度差介於 0.001°至 0.01°之間，或該平行度的一高度差介於 0.1微米至 1微米之間。

8.　如請求項 1所述的半導體元件鍵合對準設備，其中，該第三量測範圍為該平行度的一角
度差小於 0.001°，或該平行度的一高度差小於 0.1微米。

9.　一種半導體元件鍵合對準方法，包括：
提供一第一待鍵合元件及一第二待鍵合元件，該第一待鍵合元件的一第一表面與該第二

待鍵合元件的一第二表面分別沿一平面方向延伸且面對地設置，該第一表面及該第二表

面在一垂直方向實質地重疊而定義有一平行度；

透過一電阻量測單元對一吸取該第一待鍵合元件的真空吸盤進行一第一量測；

根據該第一量測的結果調整該第一待鍵合元件及該第二待鍵合元件，使該平行度介於一

第一量測範圍之內；

透過一雷射測距單元對一承載該第二待鍵合元件的承載盤進行一第二量測；

根據該第二量測的結果調整該第一待鍵合元件及該第二待鍵合元件，使該平行度介於一

第二量測範圍之內；

透過一感光量測單元對該第一待鍵合元件及該第二待鍵合元件進行一第三量測；以及

根據該第三量測的結果調整該第一待鍵合元件及該第二待鍵合元件，使該平行度介於一

第三量測範圍之內；

其中，該第一量測範圍的量測尺度大於該第二量測範圍，且該第二量測範圍的量測尺度

大於該第三量測範圍；以及

其中，該第一量測範圍被配置為根據該電阻量測單元輸出的一電訊號參數而決定，該第

二量測範圍被配置為根據該雷射測距單元輸出的一光訊號參數而決定，該第三量測範圍

被配置為根據該感光量測單元輸出的一摩爾紋樣態而決定。

10.   如請求項 9所述的半導體元件鍵合對準方法，其中，該摩爾紋樣態包括一摩爾紋數量、
一摩爾紋密度、一摩爾紋重合度或前述組合。

圖式簡單說明

『圖 1』，為本發明一實施例的半導體元件鍵合對準設備的示意圖。
『圖 2』，為本發明一實施例的抓取單元的示意圖。
『圖 3』，為本發明一實施例的承載單元的示意圖。
『圖 4A』，為本發明一實施例的感光量測單元的量測結果的示意圖。
『圖 4B』，為本發明一實施例的感光量測單元的量測結果的示意圖。
『圖 4C』，為本發明一實施例的感光量測單元的量測結果的示意圖。
『圖 5』，為本發明一實施例的半導體元件鍵合對準方法。
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